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Q)
“"244-220-230-233 CERAMIC CHIP CAPACITORS CLASS 1

HAUTE TEMPERATURE Format/ Format
HIGH TEMPERATURE [ 0603 [ 0805 | 1206 [ 1210 [ 1812 ' [ 2220 [ 3030 | o8
Appellation commerciale / Commercial type e gL
[ CEC 214 [ CEC 203 [ CEC 208 [ CEC 211 [ CEC 220 [ CEC 230 [ CEC 233 | S8
Dimensions / Dimensions (mm) {E; 38
L 1,6£015| 2£03 32+025| 32%04 | 4505 | 5705 76£05 |= 8
W 06=015[125+02| 1,6*015| 2503 | 3204 5%05 7,605 fS: s
T max. i 13 16 18 18 18 2 8% 28
a 01/05 1 02/06 102/075]02/07510,2/0,75 [ 02/0,75 0,2/1 3 e
Tension nominale / Rated voltage
Usc (V) [25 50 [100] 25 [ 50 [100] 25] 50 [100] 25 [ 50 [100] 25] 50 [100] 25 | 50 [100] 25] 50]100] | E6 [F12[F24F48[E96,
1 pF 109
12 : 129
15 159
1,8 189
2,2 229 [
2,7 279 =
3,3 339 58 3
3,9 399 =y =
4,7 e = e
56 569 = ff S
6,8 689
8,2 829
10 ] 100
12 ] 120 o
15 ] | 150
18 180
22 | || 220 -
27 | || | 270)
CARACTERISTIQUES GENERALES 33 - - | 33
Diélectrique Céramique classe 1 ig — — — i?g
Technologie Chips multicouches 56 — — — 560
terminaisons soudables 68 | | ] 630!
Température d'utilisation -55°C +200°C 82 | | B 820
Coef. de température CG 100 N | | 101
Tension nominale Ugc 220°C 25V -50V-100V 120 - || - 121
Tension de catégorie 3 200°C_ 0,5 Ugc 150 || | || 151
Tension de tenue a 20°C 2,5 Upc ;gg - _— - 252511
TgdalMHza20°C < 15150, 7)10-4 270 | | | 271
Cr < 50 pF = b (G+ ) — — —
330 331
AT — L =liEliE
gda za200° 150 _ 470 =] -
Cr =< 50 pF S3(@”)'104 560 | m R ENEE
50 pF < Cg < 1000 pF <30.10-* 680 || || 6811 [ [s2 [= [
TgdalkHz 820 || || 72| S vl el o
& 20°C Cy > 1000 pF <1510 1000 . | | 102
3 200°C Cg > 1000 pF <30.107 et - - =
Résistance d'isolement 1800 — — 18
Ri-RixCg a 20°C > 50000 MQ ou 10005 (2200 — — — BBE
Ri - Ri x Cg a200°C = 1000 MQ ou20s 2700 N || | 272)
MARQUAGE Sur demande 3300 | 332
Valeur de capacité En clair ou en code 3900 || || 3921
4700 || | 472
5600 | 562
MAIN CHARACTERISTICS 6800 | 68
Dielectric Ceramic class 1 8200 - 822
Technolo Multilayer chips 10 nf I — 103
8y yer chip 12 123
weldable terminations 5 1531
Operating temperature -55°C +200°C 18 783]
Temperature coefficient CG 22 1 223
Rated voltage Ugc at 20°C 25V-50V-100V 27 273
Voltage category at 200°C 0,5 Upe 33 333
Test voltage at 20°C 2,5 Urc 23 i?g
Eg iaéol Mz at 20°C <15 (@ + 7).10—4 56 563
% < 50 pF Ce 8 683
50 pF < Gz < 1000 pF <15.10" 0 | oE
Tg 6 at 1 MHz at 200°C <3(@+7) 10-4
Ce < 50pF SUG )
50 pF < Cz < 1 000 pF <30.10" Exemple de codification a la commande / How to order
TgdatlkHz
at20°C Gz > 1000 pF <15.10+ Terminaisons M: Marquage  Tension nominale Niveau de fiabilité (voir p. 6)
at 200°C Cg > 1 000 pF <30.70 ,m | M : Marking Rated voltage Reliability level (see p. 6)
Insulation resistance
Ri-Rix Cg at 20°C =50 000 M( or 1000 s
Ri - Ri x Cg at 200°C =1000MQor20s
Conaci MARKING On request |Appe]. commerciale |W:RoHS  F:Niv. de qualité Capacité Tolérance Conditionnement
apacitance value Clear or coded -
Commercial type ~ W:RoHS  F:Quality level Capacitance  Tolerance Packaging

56



